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7 Este invento se refiere en general a la industria
de la xerografia y, en particular, a un elemento fotosensible.
En lz industria de la xerografia es corriente for-
mar una imagen latente elecirvostdtica sobre un elemento o plam
¢a que comprencle una bhase de apoyo conductora, tal como, por
ejemplo, una superficie metsflica con una capa aislante foto-
condqcfora adherida a la misma. Una placa 'apﬁropiada para este .
lfin 'e_s un elemento metdlico revestido con una capa de selenio
vitreo, Tal plé.ga se caractexiza por el hecho de poder rscibir
una carga electrostitica satisfacféoria Y disipar a v.oluntad 65
ta a,l. ger expuesta a un grafismo luminoso, y, en general', es
muy sensible a’la luz en la ganma esz;eetral azul-verde.
4El selenio vitreo se ha convertido en su mayor par- -
te en normativo en xerografia comercial, pero muchas de sus pro-
pisdades pueden mejorarse mediante la adlcién de elementog de
. aleacgién que realcen tales propiedades como respﬁesta. espoctral,
- gonsibilidad luminosa, estabilidad térmica, etec. las patenies
U.S.4, 2,303. 542 a nombre de Ullrich y 2,822,300 a nombre de
"Mayer ¥y 61:1'03‘ muestran ambas, las ventajas de modificar selenio
vitreo mediante la adicibén de apreciables cantidades de arséni-
co a £in de producir una gama mis amplia de sensibilidad espec-

,tral, aumentar la velocldad fo’cogré.i‘:l.ca total ¥, en general, me- )

- . jorar la estabilidad de la. capa fotoconductora.

Aunque el selenio vitreo muestra una satisfactoria.
sensu.b:.l:.dad, s0 plantea la necesidad de fotoconductores que
exhiban u:na nayoxr sensz.bil:.de.d ¥ respuesta esgpectral que las del
selenio vitreo para procedimientos a gran velocidad que requie-
ran una-placa con un grado muy elevado de sensibilidad o pancro-
ma.tiv:j.\da.d debida al factor de tiempo reducido en ciclo répido.

Un paso en este sentido implica la adicién de anti-
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monio a2l selenio en cantidades apreciables, tal como se pone

-de manifiesto en la solicitud asfmismo pendiente No. 566.593

depositada el 20 de Julio de 1966. Se ha comprobado que las

‘aleaciones vitreas de antimonio y selenio proporcionan una

composicién fotosensible que posee un factor de sensibilidad
hasta 12 veces mayor que ol del selenio vitreo y que ademés
ofrége una respuesta relétiva hasta 3 yeces la del selenio
vitreo en la gama espectral azul-verde, Si bien el sistema a
base de antimonio-gelenio ha aumentado la velocidad xerogri~
fica,'éufre un inconveniente en el sentido de que exiate una
falta reiativa de estabilidad térmica con' respecto a la oris-

talizacién,
be acuerdo con ol invento, se dispone un elemento

fotosensible que posee una capa aislante fotoconductora cons—
tituida por una aleacidén vitrea de arsénico, antimonio y sele—
nio. ‘ ‘ . '

Estas aleaciones se preparan de una maners similar

a las aleaciones vitreas foitoconductoras del sistema arsénico-

golenio tales como lag descritas en laspatentesU.S.4.2,803,542

¥y 2,822,300 ya mencionadas anteriormente, y en la ‘solicitud

- asimismo pendiente No, 566.593. Se ha descubierto que una alea-

oién vitrea de arsénico, antimonio y selenio en una escala efec-
tiva de hasta aproximadamente 50 At% (48,7 wif) de arsénico,
aproximadamente 0,1 a 22 At% (0,15 a 31,6 wi%) de antimonio, y
no menos de aproximadamente 40At% (38,9 wi%) de selenio, produ—
cé una composicién fotosensible que posee un factor de sensibi-
lidad hasta aproiimadamonte 12 veces el dol selenio vitreo, con
mayor estabilidad térmica susceptible de, ser controlada para su-
perar la del selenio vitreo. Se ha comp;obago que una escala pro

ferida de aproximadamente 45 At% (43,7 wt$) de arsénico, hasta



aproximadamente 13 At# (18,8 wi$) de antimonio, y no menos

' de aproximadamente 55 At%h (56,3 wt%) de selenio proporciona
. la combinacién de Sptimas estabilided téxmica y sensibilidad,

.. Ia proporcién de arsénico a antimonio necesaria jara mantener ,
5 la méxina egtabilided térmica debe mer del orden apro‘xixqado -
,de 2 a 4 A'b% de arsénico o superior por apro::ima.damen:(;e cada
1 At%. de antimonio. En cualquier cago, el arsénico debe egtar
:pr"esen’ce‘en wa cantidad de al menos az;roximadalmen'bo 0,5 At

. © (046 wiff) para impartir una aprecisble estabilidad térmica,

10 . en tanto .que el anbimonio debe hallarse presente en una canti-
ded de al menos aproximadamenie 0,1 At (0,15 wif) para produ-
cir las deseadis sensibilided o respuesta espectral.

. La .ven'baja. de ‘esta composicién fotosensible mejo-
rada se pondrs de manifiesto al congiderar el siguiento ejeme-
15 . . Plo del imvento, especialmente tomado en relacién y con refe—--

rencia a los planos anexos, en los cuales: '
. ~  La fig. 1 constituye una parte de un esquema ’ter-.-
nario para antimonio, aaénico ¥ selenio.’ .
" Ia fig. 2 es wa serie de curves de respuesta es—
20 "pectral para un grupo de fotoconductores ‘qﬁe ing¢luys una alea-
' . 0i6n tornaria de este imvento. . ' |
Bn la fig. 1, el esqu\ema ternario ilustra las zo-
nas en las cuales la aleaoién de antffmonio-aréénico-selenio
.exhibe lag cleseadag propiedades i’otoco‘ndqctoraé v estabilidad
25 - o {érmica. La zona situada por debajg d.é la curva A-B-(C-~D repre-
senta composiciones que poseen une preferida estabilidad térmi-
ca., La zona situada por debajo de la-curva B-F-G-H, que abarca . .
" %aubién la zona debajo do A-B-C-D, incluye composiciones adi-
cionales que poseen una estabilidad térmice 'aA.lgo ‘menor pero

30 propledades xerogréficas algo mds deseables que 1as"de debajo

'

- . . , R
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de la curva A-B-CwD, / ,
_ Las lineas de trazos J JK represen-éan los limites

.para las cantidades mInimas de arsénico y antimonio, respecti-

vamente, prosentes en la aleacién ternaria preferida. Segin se

muegtra en el esquema ternario, el araénico debe hallarse pre-

_ gente en una cantidad de al menos aproximadamente 0,5 At# (0,6

wit%) ‘siendo la cantidad de antimonio al menos aproximadamente
de 0,1 At (0,15 wif). ' ‘

Las aloaciones vitreas de arsénico—antimon;o-selenio )
de este invento pueden prepararse por cpalquzer {técniea apropla—
da. Las técnicas caracteristicas son evaporacién de una sola
fuente convencional y evaporacién "flash", En ambas técnicas de
evaporacién es preferible que tefxga. lugar una reaqcién previa de |
los consfituyentes antes de la evaﬁoracién ya ﬁue'éllo‘da como
resultado la formacién de compuestos de seleniuro cén presiones .,
de vapor mis similares que los constituyentos elementales. Las

.aleaciones de partids se preparan pesando los elementales argb-

.nico, antimonio y selenio, y corrdndolos herméticamente al vacio

en una ampolla de vidrio de silice. Los materiales se caldean a
-GOOQC durante varias horas ¥y luego se enfrian por aire a tempera-

tura ambiente. Segn la composicién, la aleacién enfriada es com-

pletamehte poli-cristalina, una mezcla de fages cristalina yamor-

fa, o completamente amorfa, La aleacién que se hace reaccionar

previamente es sometida despubs a una trituradora.a holas hasta

- convertirla en particulas finas de un tamafio menor de 1 milime~

tro aproximadamente de didmetro,

En la eovaporacién de una sola fuente, se coloca la
caniidad apropiada de la aleacién previamente sometida a reaccién

en un orisol o recipiente caldeado plano y poco profundo que ge

mantiene en una cédmara de vacio bajo cualesquiera condiciones de



vacfo tales como desde aproximadaménte 1074 & 10;7 milfmetros
de mercurio, -

Los orisoles pueden fabricarse de cualquier matew
rial inerte tal como cuarzo, molibdeno o metal forfado de co~ -
rdmica, La aleacién arsénico-antimoniomselenio se mntiene a
una temperatura que asegure suficiente vapor para depésito en
un tiempo razonable, Esta temperatura de ordinario excede del
punto de fusibén de la aleacién, Un tiempo de evaporacién total
de aproximadamenie 20 minutos & -una temperétura de aproximadz
mente 4002 C bajo las condiciones de vaclo anteriormente mencio
adas da como resultado la formacién de una capa do aleacidn de
un espesor aproximado de 20 a 40 mioras.,

Se mantiene un subsitrato por encima de los criso-

les de caldeo sobre los cuales se evapora el arsénico-antimo=

‘nio=gelenio, Se conserva el substrato & una temperatura relaw

tivamente baja., Las itemperaturas del substrato apropiasdas son
de 60 a 150® C,, aproximadamente, 4

) Otro método caracteristico de evaporacién compron
de evaporacién por "Flash" en condiciones de vacfo similares a
lag definidas en la evaporacién de una sola fuente, en el cual
la aleacifn de arsénico-antimonio=-sélenio previamente sometida
a reaccidn,que posee un tamafio de particula aproximadamente me-
nordel mil’ime't;ro de didmetro, se viertea voluntad en e} interior
de un crisol inerte caldeadomantenido a una temperatura aproximada
de 50 & 66000,. Los vapores formados al caldear la mezcla se eva
poran haocia arriba sobre un substraio sustentado por encima del
érisol, La deacién se vierte a un ritmo suficiente como para
evitar la formacién de wn charco de aleacién en el crisol y re

ducir por tanto al mInimo el problema de vaporizacién fraccio~

nal, Bl sﬁstrato'se mantiene auna temperaturé oomprendida en los 11—

b tmnsni e —— e o s e — e s . -
i
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nmites aproximados de 60 a 1509C, Este procedimiento se pro-

‘sigue hasta haberse formado sobre el substrato el deseado

espesor del fotoconductor vitreo arsénico-antimonio-zelenio.
- Las aleaciones de este invento pueden formarse
convenientemente gobre cﬁalquier sUbstrato, conductor o ais-
lante, Eéte puede estar constituido por uﬁa plaéa de metal
tal como bronce, aluminio, oro, plgtino,,ac;ro o similax,.
Bl eleﬁento'sustentador puede ser de cualquier grueso conve-
riente, rigide o flegible, en forma de hoja, banda, eilindro
o similar, y puede revestirse con una fina capa de pléstico.

Puede también estar compuesio por tales materiales' como papel

‘metalizado, plistico o pléstico cubierto com una fina capa de

aluminio o yoduro de cobre, o vidrio revestido con una fina

capg'de yodure de cobre parcialmente transparente, éxido de '

estafio, u oro., En ciertos casos, tras la formacién de la alea~

ci6n, puede incluso desecharse el substrato, si se desea.

El grueso de la capa dé aleacién fotoconductora
arsénico-antimonio-selenio no constituye un factor critico.
La.capa puede toner un espesor aproximado de 0,1 ﬁicra o de
300 micras o més, pero para la mayor parie de las aplicaciones
serd génaral&epte.de 20 a 80 micras aproximadamente,

En otra forma de realizacidn, la.aleacién fotocon-

‘ductora de este invento puede espesarse con un halégeno tal

como yodo, cloro o bromo a fin de reducir el voltaje residual’

¥ en general mejorar sus caracterisiticas eléciricas, El haiégs—

no espesante se halla do ordinario presente en’ cantidhdes de

éproximadamente 10 partes por millén hasta 2 pér ciento en pego.
En otra forma de realizacién de este invento, la

aleacién arsénico-antimonio-selenio puede utilizarse en una

'configuracién a base de capas. Las configuraciones caracterigti-—
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cas cbmprenden una capa relativamente fina de aproximadamente -

0,1 a 5 micras de aleacién arsénico-antimonio-selenio sobre .

. una capa relativamente mds gnem de selenio vitreo, Otra es—

tructura caracteristica comprende una aleacifn do araénico-
selenio *tal como la que se describe en la patente U.S5,A, No.
2,822,300 que puede usarse en lugar de selenio en las dog

configuraciones a base de capas definidas anteriormente. Do~ .

‘be entenderse que ambas capas de una estructura de dos pueden

“espesarse con un halégeno apropiado a fin de mejorar las ca~

racteristicas eléctricas. También se incluyen en ol marco de

este invento estructuras con més de dos capas fotoconductoras,

La cape de aldzcibn arsénico-antimonio-selenio puede también
formarse en la interfase de un substrato ﬁransparente ¥y cons—-

tituirge en forma de imagen mediante exposicidén a través del

subgtrato. En esta forma de realizacibén, la aleacién arsénico-

ahtimonio—selenip puede usarse sola o juntamente con otras ca-
pag fotoconductoras tales como las definidas anteriormente.

DESCRIPCION DE LAS FORMAS DFE REALTZACION PREFFRIDAS

Los siguientes ejemplos definen ain médg especifi-~
camente el presente invento con respecto a un método para fa-
bricar un elemento fotosensible & base de arsémico-antimonio
geienio. Los‘porcentajes'en lé descripcién, ejemplos ¥y reivin-
dicaciones son en peso a menos que se indique en oiro éentido.
Los ejemplos que siguen pretenden iiustrar las diversas formas

de realizacién preferidas para fabricar un fotoconductor a ba-

- ge de arsénico-anﬁ;monio—selenio.

EJBMPLO I

[}

Se prepara una aleacién de partida pesando elemen~

" tales arsénico, antimonio ¥ selenio en la proporcién de 18% en

geso de arsénico, 1% en peso de antimonio y 81% en peso do sele~
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n;o ¥ cerrando herméticamente al vdcfo la mezcla en una ampolla

de vidrio de sflice. A continuacién se caldea la mezcla aproxi-—

- madamente a 6002 ¢ alrededor de 2 horag en un_horho de balsnoin

¥ se enfria después a temperatura ambiente, La deacién resultan
1o es una matriz p&licriséalina solidificada de fames intermeze
cladas que se convierte después, en un triturador & bolas, en -
un material relativamente finc de menos de 1 nm, aproxzmadamen—
te de didmetro,

EJEMPLO IT

Se prepara una pelicula de aleacién de 40 micras de

. viires arsénicow-antimonio~selenio sobre un substrato de alumi-
\nio que comprende aproximadamente 1% en peso .de antimonio, 16%

en peso de arsénico y 81% en peso de selenio, como sigue: Se co

loca la aleacién previamente sometida a reaccién del Ejemplo I
en un recipiente metflico poco pro:undo forrado de cerdmica de
2x4 pulg. (5x10cm), Se'distribuye la aleacisn particulada de —
manera uniforme sobre la superficie del recipiente. & confinqg
cién se colooa éste en una odmara de vaofo, Se limpia a fondo

wa placa de sluminio de 4x5 pulg. §10x12,5 en) ¥ se suspende

en la cdmara de vacfo a 12 pulg, (30cm) aproximadamente por en

cime del recipiente y se mentiene a una temperatura aproxima-

“da de 659C con una platina enfriada por agua, La ofmara es eva—

.

cuada a un vacIo.apfoximado de ZI.O'6 milimetros de merocurio, A
continuacién se evapora la aleacién arsénico~antimonio-selenio
sobre el gubstrato de aluminio caldeando el recipiente a wma
témperatura aproximade de 4002 C du;ante apro#ima&amente 20 mi-
nutos. Se enfria luegoréste a temperatura ambiente, se interrum

pe ol vaofo y se exirae do la cdmara de vacfo la placa do alu-

minio revestlda de aleacién arsénzco-antzmon;o-eelenmo.

Debido & la fracoionallzaoién que tiene lugar durante
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la evaporacién, la superficie exterior de la capa de aleaci6n

'dfi.la placa formada en el Bjemplo IT contiene un mayor porcen~

taje de antimonio que el interior de la pelicula de aleacién, .

. ] N - s
conteniendo la superficie del substrato. de la capa.de sleacifn -

.la menor cantidad de antimonio. Estas determinaciones fueron

efec;tuadgs medj:apté andligis con probeta .electrénica.
EJEMPIO IIT o
" La placa formada por el método del Ejemplo II se

impresiona después en forma xerogrifica como sigue: Se somete

la placa a uns carga en corona a un poiencial positivo 'a:pro:d-.

: ma,dc; de 300 voltiog, .y se expone luego a una fuente Iun;inosa.

. de fﬁngsténo de 100 watios a una distancis aproximada de 16

" pulg, “(40,om) durante l/ 2 segundo aproximadamente hasta formaxr
una’ imagen latente electrostética sobre ‘la.' superficie de la pla-
" ca. Se revela a continuacién la imagen latente vertiendo en cag—

B 'oada"pa.:"biculas de marca electroscépica a través de la superfi-

cie contentiva de dicha imagen. Bsta se transfiere a una hoja

. de papel y se funde’ térmicamente hagta hacerla permanenie. Me-

diante este método se obtiene una excelente reproduceién del-

[y

original,
BIEMPLO IV

.

Se forma una capa de 25 micras de wia aleacidén vi

tren arsénico-antimonio-selenio sobre un substrato de aluninio, A

como gigue: Se prepara una aleacién previamente sometide a Te- '_

acoién que comprende aproximadamente 12% en peso de antimonio, '

' 28% en pemo de arsénico, y 60% en peso de selenio por el método

_ del Ejemplo I. 8e coloca dicha aleacién en una tolva de latén .

que dispone de una rampa de cobre sdaptada para alimentar la

aleacién particulada al interior de' un crisol de cuarzo mante- & -

1

nido debajo de dicha 'bdlva.‘ Bl corisol fde cuarzo estd rodeado )

Ve
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por una resistencia de caldeo adapfada para mentenerlo a una
temperatura aproximada de 60020, Se coloca un substrato de
aluminio sobre una platina enfriada por dgus mantenida a una’

temperatura aproximada de 7090.‘Ei substrato de aluminio y

_ la platina son colocadds en posicién aproximadamente 12 pul-

gadas (30 cm) por encima del crisol de ouarzo. Se ocoloca a
continuacién una campana de crista; por encima de la %olva,
crigol y substrato y se haco un vacio aproximadamente de

ZI.O-6 mm de merourio, caldeando el erisol de ouarzo & uns fem=
peraturse aproximada de 60090f Una vez .6gte a dicha temperatura, '
se abre la puerta de 1a tolva situada pér debajb de la rampa
que conduce al crisol de cuarzo dejando caer una pequella mues— '
tra de la al?aoidn arsénico-antimonio-selenio on el interior
del mismo. La mezcla de aleacién se evapora répidamente hacien-
do que los vapores de arsénico, antimonio y selenio se pongan
en contacto oon el substrato de aluminio suspendido, Se,;onti-'
nda este proceso duranie aproximadamente 2 horag sl cabo de

cuyo tiempo se ha formado sobre el substrato de aluminio wna

. cape. do 25 micras de una aleacién vitrea de antimonio-arsénico-

selenio con un contenido aproximado de 124 en peso de antimonio,

28% en peso de arsénico, y 60% en peso de selenio, Luego se de~

" ja enfriar el erisol a temperatura ambiente, se inberrumpe el

vaclo y se extrae de la cémara el subsirato revestido.
EJEMPLO ¥
Se 1mpresi6na a continuacién la aleacién fo£mada mne=-
dienté el Bjemplo IV en la forma expuesta en el Ejemplo III, Se
obtiene por este\método una excelente copia del original.

EJEMPLOS VI-IX

t

Se preparan wna gerie de ouatro placas pPara comparom

olén de respuests espectral. Todas ellas c@ntienen una capa de
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' v:f‘a.‘l;reo fabricada de acuerdo con el método expuesto en la

_gréfica e ilus’oran en la £ig. 2.

40 micras de un fotoconductor sobre un substrato de aluminio,

- La placa No. 1 comprende una capa de 40 mioras de selenio

patente U,S,A, 2,970.906. La placa No, 2 comprende una capa
'de 40 micras de una aleacién vitrea de 18% en peso de arséni-

. COy- 82% en peso de selenio ~espesada con aproximadaniente 1000

pom de yodo formada por ol métodq expuesto en la solicitud
de patente U,S.4., asimismo pendiente 516 529, depomitada el
27 de diociembre de 1965. La. placa No. 3 comprende una aleacién’
vitrea de 14% en peso de antimonio y 86% en peso de selenio fa-

bricade de acuerdo con el método expuesto en la soliocitud de

.

‘patente U.S.A; asimismo pendiente 566.593, depositada el 2Q de

:fulio de 1966. La placa No. 4 comprende la aleacién ternaria

del ejemplo I compuesta por aproximadamente 1% en peso de anti-

monio, 18% en peso de arsénico y 81% en peso de selenio, espe- -

sada con aproximadamente 1000 ppﬁ de yodo. Las curvas de res-

puesta espectral para cada una de las placas 1-4 8o traza.n en’’

En la fig. 2, se *bra.za. en grifica la respuesta eg—

“pectral de 1a,s cuatro placas a d:.ferentes longitudes de onda. E

representa la energia en ergs/ cm necesa.na para. descargar la

placa aproximadamente en un 25 por o:.ento. Fueron probadas cade

) ufxa de las placas & las diversas longitudes de onda cérgando ca~-

da ﬁna. de ellag a una potencia de campo inicial de a.'p;:oximadamen-‘ '

te 15 voltios por micra, y exponiendo cada placa en la longitud

~ de onda partioular aproximadamente a 2x1012 ijl:one's poxr m? g6=-

gundo, Segn represéntan las Maa, la‘placa. do arsénico-anti~
monio~-gelenio de este invento a 4000 angstroms exhibe é.proxima—
famente dos veces la respuesta espectral que la aleacién viirea
de selenio ¥y arséniéo-selenio, ¥ una reépuesta gons’;ldera.bl'emente

S,
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superdor a la do ia aleaclén binaiia antimonio-selenio.
. Segln se desprende de lo anterior, las alea— ,'
ciones de arsénico-antimonio-gelenio preparadag mediante
-eéte invento poseen una amplia respuesta espectral a todo -
lo largo aproximadamente de 7000 angstroms y una mayor
respuesta en la zona de més corta longitud de onda. Por
otra parte, estas aleaciones preséntan una estabilidad
térmica mejbradé Qo alcanzable por la de los fotoconducto-
res de antimonio-selenio, y en razones preferidas de arsé-
nico a antimonio, muestran una estabilidad térmica que ex~
cede de la del gelenio vitreo. '

Aun cuando se han expuesto componenteé ¥y propbr-
oiones especificas en la descripei6n anterior de la forma

de realizacién preferida de egte invento, pueden utilizarse

. “otros materiales ¥y procedimientos,aprobiados tales como los

enunciados con anterioridad con resultados similares. Ademds,
pueden afiadirse otros materiales que sinergicen, realcen o
de otro modo medifiquen las propiedades de estaa placas,

Otras modificaciones y ramificaciones resultarin

evidentes para los expertos en la materia a través de la lec-

tura de la desoripcién. Se pretende que éstas queden incluidas *

en los fines y alcance del invento, o .

En resumen, la Patente’ de Invencién que ‘8® golicita

doeberd recaer sobre las sigulentes:
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RETVINDICACIONES

1.~ Un método para formar una capa fotosonductora ca-
racterizado porque comprende evaporar al vacio una mezcla de arsé-
nico, antimonio y selenio sobre un eletﬂento sustentador mantenido
& ung temperatura suficientemente baja para condensar los componen—
tes, con lo cual se forma una aleacidén vitrea de arsénico-antimonio-
selenlo sobre dicho elemento sustentador,

2.~ Un método seglin la reivindicacidn 1, en el cual
el arsénico.comprende al menos 0,5 por clento atémico aproximada~
mente, y el antimonio comprende al menos 0,1 por ciento atémico

3

aproximadsmente de dicha capa aislante fotoconductora.

- 3.:- Un mdtodo segin la reivindicacidn 2, en el cual
la aleacién comprende a Lo sumo 50% atémico de arsémico y a losu-
mo 22% atémico de antimonio, siendo el resto selenio,

4e= Un mdtodo segin cualquiera de las reivindicaciones
1 a 4, en ol cual se espesa la aleacidn con un haldgeno.

5= Un método segin cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, en el cual la capa aislante fotoconducuwora se sobre-
pons sobre un substrato sustentador.

6.= Un método segin la reivindicacién 1 a 5, en el
cual el elemento sustentador es eléciricamente conductor.

T.=~ Un método segun las reivindicaciones 5 s 6, que
comprende al menos una cava fotoconductora intermedia. entre dicho
elemento sustentador y dicha capa aislante fotocorductora.

8e= Un método segin la reivindicacién T, on el cual
dicha capa fotoconductora intermedia comprende selenio vitreo.

9¢= Un métode segin la reivindicacidén T, en el cual
dicha capa fotoconductora intermedia comprende una'aleacién de

arsénico-selenioc.

10,- Un método sesin cualquiera de las reivindica-
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ciones 7 a 9, en el cual la capa fotoconductora intermediase

espesa con un halégeno.

1l.~ Un método segin cualquiera de las reivimdica-
ciones 7 a 10, que comprends una pluralidad de capes fotoconduc—
toras intermedias. |

12.— Un método segin cualquiera de las reivimdin -
ciones 5 a 11, en el cual el elemento sustentador es sensible-
mente transparente.

13.~ Un método segiin cualguiera de las reivindica;
ciones 5 a 12, en el cual la capa de arsénico-antimonio~selenio
se raviste con otra capa de material fotoconductor.

14.= Un método segin cualquiera de las reivindica-~
ciones 5 a 12, en el cual la capa de arsénico-antimonio~-selenio
se revisite con una pluralidad de capas fotoconductoras.

15.~ Un método seglin las reivindicaciones 1 a 6, en
el cual se vierte la mezecla arsénico-selenio-antimonio dentro de
un crisol caldeado y se evapora por "flash" sobre el elemento
sustentador,

16.~ Un método segin 135 reivindicacionss 1 a 6,
en el cual el arsénico, antimonio y selenio se evaporan a partir
de un recipiente plane poco profundo.

17.~ Se reivindica por Gltimo, como objeto zobre el

que ha de recaer la Patente de Invencidn que se solicita, UN METODO

PARA FORMAR UllA CAPA FOTOCONDUCIORA.
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Todo conforme cueda descrito y reivindicado en
la presente llemoria descriptiva, que consta de dieciseis pa-

ginas mecanogzrafiadas y dibujos que se acompafian.

- Madrid, 12 de Ensro de 1.968

BERNARDO UNGRIA
PeDe
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